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 GaN基板はMIS-HEMTデバイス製造において非常に有益になりうる存在ですが、その一方で

プロセスに対して電気的に非常にセンシティブとなっております。GaN デバイスにおけるより

良いパフォーマンスを引き出すためのプラズマ ALD/ALE プロセスの役割をご説明させていた

だきます。同講演では Atomic scale Process における ALE の役割、そのプロセスの仕組み、ALE

プロセスを用いた GaN デバイスのターゲットマーケット、AlGaN 基板における ALE プロセス

の実施例、AlGaN/GaN Recess エッチングプロセスの実施例、 また Atomic scale Process におけ

る ALD の役割、ALD プロセスにおける基板表面の Pretreatment Process の効果をご説明させて

いただきます。 

例：ALE プロセスサイクルモデル 
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